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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3331 Datasheet

P-Kanal-Diffundierte-Silizium-Planar-Feldeffekt-Transistoren

Fiir Kleinsignalanwendungen mit geringem Rauschen

Aktive Elemente vom Gehéuse isoliert

Hoher Eingangswiderstand (5 MQ bei 1 kHz)

Hohe Widerstandsfidhigkeit gegen nucleare Zerstérungseinfliisse

* Mechanische Daten

2N3329, 2N3330, 2N3331, 2N3332

Ml in mm TO=18

045 @

1 5, 2]

Der Kodlekior it mit den Gehb Ik trinch verk

* Absolute Greanzwearte

Gate-Strom 10 ma,
Gesamiverlustleistung bei (od. darunter) Ty = 256 °C (Bam. 1) 03w
Lagerungs-Temperaturberaich —65°C bis +200°C
Bemerkung:

1. Lineare Abnahme bis Ty = 175 °C mit 2 mW/°C.

* JEDEC registriert.
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OEM: Texas Instruments Transistor 2N3331 Datasheet
* Elektrische Kennwerte bel Ty = 25 °C (wenn nicht anders angegeben)
Parameater Priif- 2M3329 2N3330 2N33N 2M333z Ein-
badingungent min max min max min max min max heit
Uisr)ass Gate-Source- Ig = 10 pA, 20 20 20 0 v
Durchbruchspannung Ups=10
lgss Gate-Reststrom Ugg = 10V, 0,01 0,0 0,0 0,01 pi
lgss Gate-Reststrom Ugg = 10V, 10 10 10 10 A
Ups = 0,
Ty = 150°C
Inss Drainstrom Upg=—=10¥, —1 —3 —2 —6 -5 =15 —1 —6 mA
Ugs =0
Ugs Gate-Source-Spannung Ups = =15V, 5 5] B 3 v
Ip = =10 pA
ros Stat, Drain-Source- Ip = —100 pA, 1000 800 G600 Q
Widerstand Ugs=10
Iyias | Eingangsleitwert Ups = =10V, 0,2 0,2 0,2 02 us
| vais | KurzschluBlaitwert Ip — (Bem., 2), 1000 2000 1500 3000 2000 4000 1000 2200 M5
1vizsl Ricksteilhait f=1kHz o1 0,1 01 01 a5
| yazs| Ausgangsleitwert 0 40 100 20 uS
| vaas | Vorwiartssteilheit Ups = =10V, 200 1350 1800 00 BS
lp — (Bem, 2,
f= 10 MHz
Cris Eingangskapazitit Ups = —10V, @0 20 0 20 pF
Ugs=1Y,
f=1MHz
* Rauschwerte bel Ty = 25°C
F Rauschiaktor Ung = —5Y, 3 3 4 1 dB
Ip = —1 m&,
f=1kHz,
Rg=1MQ
Ups = =8V, 5 dB
Ip = =1 m&
f= 10 Hz,
Rg = 10 MRQ

+ Der vierta AnschluB (Gehduse) mull bei allen Messungen mit Source verbunden sein,

* JEDEC registriert.
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